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Утворення дефектів
• На початкових стадіях росту плівки, коли острівці

малі, вони називаються монокристаликами.Але в
процесі коалісценції, рекристалізації острівців у
плівці виникає велика кількість різних дефектів
кристалічної будови : дислокації, вакансії, дефекти
пакування, пори, межі зерен, двійники тощо. Сучасні
дослідження показують, що дефекти, такі як дефекти
пакування і двійники більш розповсюджені в
монокристалічних плівках порівняно з
полікристалічними. У полікристалічних зразках
велику частину займають межі зерен та дефекти
подібні до них.



Вакансії
За геометричними ознаками дефекти поділяють на
точкові, лінійні та плоскі. Точковими є вакансії, атоми
у міжвузловині, домішкові (сторонні) атоми. Вакансія
може утворюватися при переході атома з вузла ґратки
у міжвузловину (дефект Френкеля) або при виході
його на поверхню кристала (дефект Шотткі).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D1%96


Дислокації
• Дислокація — це дефекти кристалічної будови, що 

являють собою лінії, уздовж і поблизу яких порушене 
характерне для кристала правильне розташування 
атомних площин. Дислокації впливають не лише на 
міцність і пластичність, але й на інші властивості 
кристалів.
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У серії робіт Л.С. Палатника і Ю.Ф. Комника, опублікованих на
початку 60-х років ХХ ст., вперше описане експериментальне
спостереження двох механізмів конденсації плівок:

НАСИЧЕНА ПАРА→ КРИСТАЛ (НП → К)      та
НАСИЧЕНА ПАРА → РІДИНА (→ КРИСТАЛ) (НП → Р 

(→ К)).

При деякій характерній температурі  (T0S – температура 
плавлення матеріалу плівки)



У процесі дослідження механізмів конденсації в області Q1

була висунута гіпотеза, яка знайшла експериментальне
підтвердження про існування другої граничної температуриQ2
нижче якої має місце механізм конденсації:

НАСИЧЕНА ПАРА → ПЕРЕОХОЛОДЖЕНА

РІДИНА(→ АМОРФНА ФАЗА) (НП→ Р(→ А)).

Рисунок 1 – Мікроструктура

плівок вісмуту при

конденсації за механізмами

НП → К (а) та НП → Р (→

К) (б)



Рисунок 2 – Схема утворення плівок за різними механізмами конденсації



Рисунок 3 – Узагальнена діаграма механізмів конденсації
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